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M2&30RIA DESCRIPTIVA 

para so lic itar

P A T E N T E  DE  I N V E N C I O N  

e n

E S P A Ñ A  

por VEINTE anos

a nombre de N.V. PHILIPS»GLOKILAMPENFABRIEKEN, entidad holandesa, 

establecida en Emmasingel 89, Eindhoven, Holanda, por:

«UNA DISPOSICION DE CIRCUITO DE RECEPCION» . -

Le presente invención se refiere  a disposiciones de circui­

tos de recepción que comprenden un amplificador de freouencia in­

termedia, a base de transistores puestos en acción segón una dis­

posición de emisor coraón, que sigue a une etapa mezcladora (prefe- 

5 ribl©mente una etapa mezcladora autoosoilante} y es seguido por una

etapa detectora. En tales disposiciones de circuito, se experimen­

ta la  dificultad de que e l amplificador de frecuencia intermedia 

necesite un reajuste despuós de cambiar los transistores, lo cual 

es debido a la diversidad o dispersión de los factores ceraeterfa- 

10 ticos del transistor. En particular, los transistores tienen una

capacidad de reacción relativamente elevada entre el colector y la  

basa* Esta capacidad de reacción puede compensarse por medio de un
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dispositivo do neutro dina c ión, pero tales disposiciones de c ir ­

cuito son relativamente costosas y, por otra parte, no ofrecen 

garantía suficiente, puesto que un cambio de transistores exige 

el reajuste de la  neutrodinación*

La presente invención tiene por objeto une disposición de 

circuito en la que no hace fa lta  neutrodinación alguna, da ca­

racteriza por el hecho da que la  etapa mezcladora ostá conecta­

da al circuito primario, de factor de calidad relativamente ba­

jo, de un filtro  de paso de banda de entrada de frecuencia inter­

media cuyo circuito secundario tiene un factor de calidad re la t i­

vamente alto y comprende una toma de una relación de toma reduci­

da, toma que se conecta a la base del (primer) transistor de fre­

cuencia intermedia; teniendo además la  característica de que el 

colector del (áltirao) transistor de frecuencia intermedia está 

conectado a una toma de baja relación de toma que hay en e l  c ir­

cuito primario, de factor de calidad relativamente alto, de un 

f i lt ro  de paso de banda de salida de frecuencia intermedia cuyo 

circuito secundario, conectado a l detector, tiene un factor de 

calidad relativamente bajo; y teniendo además la  característica 

de que la estabilización del punto de trabajo del o de los tran­

sistores de frecuencia intermedia se efectúa de manera ya conoci­

da por medio de una resistencia de colector en unión de una re­

sistencia de base-colector, resistencia que preferiblemente tie ­

ne unos valores tales que la  caída de tensión en la resistencia 

de colector corresponde aproximadamente a la  mitad de la  tensión

de alimentación.

Con el fin  de que la  invención puedo ser fácilmente compren­

dida y puesta en práctica, se describe a continuación un oje«iplo 

de realización de la  misma, con referencia a l dibujo adjunto*

La disposición de circuito receptor comprende un primer tren-

-  £
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sistor 1 conectado a un circuito de antena 2 y conectado como 

etapa mezcladora autooscilante por medio de une realimentación 

efectuada a travos de un circuito 3* Las oscilaciones de frecuen­

cia intermedia producidas se amplifican en un amplificador de fre ­

cuencia intermedia 4, se rectifican después por medio de un de­

tector 5 y se llevan a un paso de bajo frecuencia 6.

SI amplificador de frecuencia intermedia 4 comprende tran­

sistores 7 y 8 funcionando en disposición de emisor común y aco­

plados entre s í y a las etapas mezcladora 1 y detectora 5 por ne- 

dio de filt ro s  de paso de banda. 231 f i lt ro  de paso de banda do en­

trada del amplificador de frecuencia intermedia 4 comprende un 

circuito resonante primario 9 que tiene un factor de calidad sólo 

relativamente bajo (por ejemplo» de 30). 31 circuito secundario 

10 de este f i lt ro  de paso da banda de entrada tiene, en cambio, 

un factor de calidad relativamente alto (por ejemplo, de ISO), y 

tiene una toma capacitiva. La toma 11 conduce a la base del tran­

sistor 7, cuyo colector está conectado a la  toma del circuito p ri­

mario de otro f ilt ro  de paso de banda 12 que tiene un factor da 

ealidad de 120. Una tome del circuito secundario ele este f i l t r o  de 

paso de banda 12 va conectada a la base del transistor 8, cuyo co­

lector esta conectado © la tome 13 del circuito primario 14 del 

f i l t r o  de paso de banda de salido del amplificador 4. liste circui­

to primario tiene tambión un elevado factor de calidad (por ejem­

plo, 120). 31 circuito secundario 15 del f i lt ro  cíe paso de banda 

de salida tiene en cambio un factor de calidad reducido (por ejem­

plo, 20), y estú directamente oonaotado a la otape detectora 5* Loa 

factores de calidad de los circuitos resonantes ta l como estún re­

presentados, siempre que no estón conectados o los transistores, 

son de, aproximadamente, 150.

Las relaciones de toma de los circuitos 10 y 14 y la del f i l -

i-
3
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tro <3© paso da banda 12, respectivamente, son todas relativamen­

te bajas, a l menos inferiores a 0,2 y preferiblemente comprendi­

das entre 0,02 y 0,07. De esta manera se produce un desequilibrio 

de adaptación entre los circuitos y los transistores en sentido 

tal que los circuitos tienen una impaciencia demasiado baja en pro­

porción a la  impaciencia interna de entrada del transistor, pero 

ae ha visto que de esta manera se mejora considerablemente la  se­

guridad o confiabilidad de la  disposición de circuito, sin apre­

ciable perjuicio para la  amplificación de potencia ni de las pro­

piedades con respecto a 3a anchura de banda. Ahora bien, a ta l  

fin , la  necesaria estabilización del punto de trebejo no debe efe£ 

tuarse, como es costumbre, por raedlo ae una resistencia de emisor, 

sino que los transistores 7 y 8 deban equiparse con resistencias 

de oolactor 16, 18 respectivamente y resistencias de colector- 

base 17, 19 respectivamente, que proporcionan de raanera ya cono­

cida una estabilización del punto de trabajo. De hecho, el empleo 

de una resistencia de emisor estabiliza la  corriente de colector 

de modo que la impedancia de entrada# al cambiar los transistores, 

se extiende proporcionalmente al factor de amplificación ae co­

rriente de colector-base. Ahora bien, la actual estabilización re­

duce este ensanche de valores de 1a impedancia de entrada y de la  

impedancia de salida de los transistores.

Las resistencias 16 a 19 están proporcionadas, en particu­

la r, de modo que aproximadamente se pierde la  mitad de la  tensión 

de alimentación en las resistencias 16 a 13 respectivamente, por 

lo que las resistencias 17 y 19 deben sobrepasar a las resisten­

cias 16 y 18, respectivamente, aproximadamente en ol factor de 

amplificación de corriente de colector-base de los tr&naistores 

7 y 8 respectivamente.
ffin un ej en?) lo practico, los oond ensaño res 20 a 29 tengan los

-  4 -
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valores siguientes: 195 pF, 110 pF, 4700 pF, 110 pF, 1800 pF,

195 pF, 3300 pF, 110 pF, 1800 pF y 195 pF. Los condensadores 

de condensación ( “triramers*») 30, 31 y 32, do 2,2 pF, 0,8 pF y 

2,2 pF respectivamente tienen por objeto compensar el acopla­

miento del f i lt ro  de paso de banda. Las resistencias 16 e 19 te­

nían los valores siguientes: 6,8 k A , 330 k A , 6,8 kA , y 330 kA* 

respectivamente. La relación de toma del circuito secundario del

transformador de entrada de frecuencia intermedia era, por consi- 
110 pF

guíente<^7QQ" 'p j’ ' “  0,023, y la del circuito primario del trans­

formador de salida^i2-2|L = 0,061.
Alternativamente, pueden efectuarse inductivamente las to­

mas o derivaciones de los oircuitos de los filt ro s  de paso de 

banda de frecuencia intermedia. Ahora bien, en este caso, se re­

quieren tnós elementos de conmutación. Como otro alternativa, si 

es necesario, puede utilizarse ion numero mayor o menor de transis­

tores en el amplificador de frecuencia intermedia.

Esta solicitud que corresponde a la presentada en Alemania 

el 7 de enero de 1958, bajo el nóraero H 14530 VIIIa/21a 4, se aco­

ge a los beneficios del artículo 51 del vigente Estatuto sobre 

Propiedad Industrial.

N O T A

Los puntos de invención propia y nueva que se presentan pa­

ra que sean objeto de esta solicitud de Patente de Invención en 

España, por VEINTE años, son los siguientes:

l c. -  Una disposición de circuito de recepción que compren­

de un ataplificador de frecuencia intermedia a base do transisto­

res que funciona en disposición de emisor eoraun, el cual sigue

-  5 -
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e una etapa raezeladora (preferiblemente una etapa moa dadora au- 

toosoilante) y es seguido por una etapa betectora, caracterizán­

dose dicha disposición por e l hecho de que la  etapa mezcladora 

está conectada a l circuito primario, de factor de oelidad re la- 

5 tivamante bajo, de un f i lt ro  de paso de banda de entrado de fre ­

cuencia intermedia cuyo circuito secundario tiene un factor de 

calidad relativamente alto y comprende una toma ue relación de 

toma reducida, toma que se conecta a la base del (primer) transis­

tor de frecuencia intermedia; mientras el colector del (último)

20 transistor de frecuencia intermedia está conectado a una toma de

baja relación de toma que hay en el circuito primario, ele factor 

de calidad relativamente alto, de un filt ro  de paso de banda de 

salida ele frecuencia intermedia cuyo circuito secundario, que es­

tá conectado al detector, tiene un factor cíe calidad reletivamen- 

te bajo; y efectuándose además la estabilización del punto de tra­

bajo del o de los transistores de frecuencia intermedia de nanera 

ya conocida por medio de una resistencia de colector en unión de 

una resistencia de eolector-base, resistencia que preferiblemente 

tiene unos valores tales que la  caída de tensión en la  resisten- 

g0 cia de coleotor corresponde aproximadamente a la  mitad de la  ten­

sión de alimentación»

2C. -  Una disposición cíe circuito conforme a la  reivindica­

ción 1 caracterizada por el h* cho de que los filt ro s  cíe peso de 

banda de frecuencia intermedia comprenden unas tomas capacitivas 

85 <3© relaciones da toma inferiores a 0,2 y preferiblemente compren­

didas entro 0,02 y 0,07*

3£•- Una disposición de circuito de recepción.

6
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Tal y como so ha descr ito  en l a  Memoria que antecede, 

presentado en e l  dibujo que se acompaña y con los  f in es  que 

han esp e i f icad o .

Usté Memoria consto de s ie te  hojas escr itas  a máquina 

una s ola cara•

Madrid, -  3 ENE 1 9 »
P. A.
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